Aufgabe 5-1

Ein Bipolartransistor BD135 wird an eine Basis-Emitter-Spannung von Uge = 0,8V gelegt.
a) Welcher Kollektorstrom stellt sich ein?
b) Wie groR ist die Gleichstromverstarkung?

c) Wie grol} ist die Verlustleistung des Transistors bei Uce = 10V?
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Aufgabe 5-2
Ein Transistor mit nachfolgenden Ausgangskennlinien wird als Verstarker in Emitterschaltung
betrieben. Die Basis-Emitter-Vorspannung Uge wird mit einem Basisspannungsteiler erzeugt.

Bekannt sind folgende GroRRen:
UB = 24V; Rc = 3000; |B = 100|J.A; q= 5; UBE = 0,65V

a) Zeichne die prinzipielle Schaltung.

b) Bestimme die Widerstandswerte R1 und R; des Basisspannungsteilers.

c) Zeichne die Arbeitsgerade des Lastwiderstandes in das Ausgangskennlinienfeld ein.

d) Trage den Arbeitspunkt in die Kennlinie ein und ermittle fiir den Transistor die Kollektor-

Emitter-Spannung Uce, den Kollektorstrom Ic sowie die Gleichstromverstarkung B im

Arbeitspunkt.
Ic in1mog BC 107, 171, 174, 190, 237
o,45'//>,4 O'Qﬁ/ 013/1 P 025
4 /
80 / r/ / /0'2
N1 LY
/
5 ,/ /,/ __0.15
"
PNaEnE
40 //( - =01
y \._K//
LT\
[ Ig = 0,05 mA
20 —
\
0 \ i
0 107 20 q}\so 40 50 Uge
nV .
TR = ) Tq = q To= s o ih
a)Sd\aI M\,\' Ry lw e [“ar. R, = Vee _ _o.bSV _ A" 300
2 I‘l - SOO'M"’A. - 2
¥ . v
I U Ue- ke
1y J{U‘”'E (R,‘ = A = =
il TR
b




Es git: Iq=9-Tg

_ Vo-Uee
A’(SO, ® = (R,\_q‘IR+11

_ Un-Use
@-\|- T

_ 2UV- 0,65V
S+A) - Noo A8 4

= 38" A+

c\ sithe Gwlik

- A3
d| Glechstrommabivkmy . B = % - ﬁo‘t&; G

Aufgabe 5-3

Ein Transistor BD 130 wird mit einem Arbeitswiderstand von 1,25Q an eine Spannung von 10V
angeschlossen.

a) Ermittle den ausgangs- und den eingangsseitigen Arbeitspunkt (Ig = 0,2A).

b) Die Basisvorspannung Uge wird durch einen Basisvorwiderstand Ri1 erzeugt. Berechne den

Wert von Rj.
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Aufgabe 5-4

Ein Transistor BC237 wird in Emitterschaltung an einer Betriebsspannung Ug = 15V betrieben

und der Kollektorstrom soll 20mA betragen. Die Gleichstromverstarkung des Transistors ist

mit 340 angegeben, die Basisvorspannung mit Uge = 0,625V.

a) Berechne die Widerstinde R: und Rz, wenn die Basisvorspannung mit einem
Spannungsteiler erzeugt wird (q = 6).

b) Berechne den Widerstand Ri;, wenn die Basisvorspannung mit einem Vorwiderstand

erzeugt wird.
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Aufgabe 5-5

Folgende Kennlinien eines Kleinsignaltransistors sind gegeben. Die Betriebsspannung soll 30V
betragen und der Kollektorwiderstand wird mit 300€2 angegeben.

Bestimme Vi, Vu und Vp des Transistors. Die Anderung der Eingangsspannung ist mit AUge

vorgegeben.
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